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KARTA PRZEDMIOTU

studia stacjonarne:
studia niestacjonarne:
Podstawy elektroniki
Fundamentals of Electronics
2022/23

Kod przedmiotu

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim

Obowigzuje od roku akademickiego

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Informatyka

Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiéw Ogolnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studidéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres Wszystkie specjalnosci

Jednostka prowadzaca przedmiot | Katedra Informatyki, Elektroniki i Elektrotechniki

Koordynator przedmiotu dr inz. Dorota Wiraszka

Dziekan Wydziatu Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki ]
dr hab. inz. Roman Deniziak, prof. PSk

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotéw przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu obowiazkowy

Jezyk prowadzenia zajeé polski

Usytuowanie w planie | Studia stacjonarne semestr |

studiow - semestr studia niestacjonarne |semestr |

Wymagania wstepne brak

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktow ECTS 3

Formaprowadzenia zaje¢ wyktad ¢éwiczenia la? iour:]to- projekt inne

studia

Liczba godzin | stacjonarne: 30 15

w semestrze studia
niestacjonarne: 18 9




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria y Efekty uczenia sie efektéow
efektu .
kierunkowych
Student zna i rozumie zagadnienia z zakresu podstawo-
wych poje¢ elektrotechniki oraz fizykochemicznych pod-
W01 | staw dziatania poiprzewodnikéw, niezbedne do zrozu- INF1_WO05

mienia podstawowych zjawisk wystepujgcych w elemen-
tach i uktadach elektronicznych.
Student zna i rozumie budowe, zasade dziatania, para-

Wiedza W02 metry i char.ak_terystykl podstgwoyvych elemgnto_w elek- INF1 WO5
tronicznych: diod, tranzystoréw bipolarnych i unipolar- -
nych.

Student zna i rozumie metody analizy i syntezy podsta-
W03 wowyc_:h'analog(_)\_/vych gk+adow elektronicznych: pro- INF1_WO05
stownikéw, stabilizatorow parametrycznych, wzmacnia-
czy tranzystorowych i operacyjnych.
Student potrafi sprawnie postugiwac sie przyrzadami
pomiarowymi wielkosci elektrycznych i oscyloskopem
uo1 . | wielkosci .l kt hi losk INF1_UO05
cyfrowym w celu zbadania elementu lub uktadu elektro- -
nicznego.
Umiejetnosci Student potrafi potgczy¢ uktad elektroniczny, przepro-
uo2 e ; h 2 ) INF1_U05
wadzi¢ jego badanie oraz opracowaé wyniki badanh. -
Student potrafi zaplanowaé rozwigzanie problemu zwia-
UO3 | zanego z analizg/syntezg prostego uktadu elektronicz- INF1_UO05
nego.
Kompetencje . . o L . INF1_KO01
spoleczne K01 | Student jest gotdw do wspdtdziatania i pracy w grupie. INF1_K02

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec

Tresci programowe

wyktad

1. Pojecia podstawowe elektrotechniki: prady, napiecia i ich jednostki. Podstawowe
prawa obwodow elektrycznych: prawo Ohma i prawa Kirchhoffa.

2. Podstawowe elementy bierne: rezystory, cewki i kondensatory - wiasciwosci i
parametry.

3. Budowa atomu, postulaty Bohra, wigzania kowalencyjne. Struktura elektronowa
krzemu i germanu. Energetyczny model pasmowy poétprzewodnika.

4. Zatozenia elektronowo-dziurowe;j teorii przewodnictwa elektrycznego potprzewod-
nikéw. Potprzewodniki samoistne i domieszkowane.

5. Ztgcze p-n: mechanizm tworzenia bariery potencjatu, polaryzacja w kierunku prze-
wodzenia i zaporowym. Charakterystyka pragdowo-napieciowa ztgcza p-n. Przebicie
zigcza p-n: odwracalne (Zenera i lawinowe) i nieodwracalne.

6. Diody warstwowe: prostownicze, uniwersalne, Zenera, Schottky’ego, elektrolumi-
nescencyjne, fotodiody, pojemnosciowe — budowa, dziatanie, parametry, charaktery-
styki, przyktady zastosowan.

7. Prostowniki jednopotéwkowe i dwupotéwkowe — schematy, zasada dziatania,
przebiegi czasowe, parametry. Filtracja napiecia w uktadach prostowniczych. Filtry
pojemnosciowe.

8. Tranzystor bipolarny - budowa, dziatanie, parametry, charakterystyki. Polaryzacja
tranzystoréw n-p-n i p-n-p. Zakresy pracy. Schemat zastepczy hybrydowy tranzystora
bipolarnego.

9. Wprowadzenie do wzmacniaczy: schemat blokowy (tor sygnatowy, uktad polaryza-
cji), okreslenia analizy matosygnatowej i statoprgdowej, definicje parametréw i cha-
rakterystyk.

10. Wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym — podstawowe uktady, charakterystyki
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czestotliwosciowe.

11. Tranzystor polowy ztgczowy - budowa, zasada dziatania, parametry, charaktery-
styki. Warunki polaryzaciji.

12. Wzmacniacz na tranzystorze polowym — podstawowe uktady, charakterystyki
czestotliwosciowe.

13. Tranzystor polowy MOS normalnie wytgczony i normalnie zatgczony - budowa,
zasada dziatania, parametry, charakterystyki.

14. Wzmacniacz operacyjny: schemat blokowy, wiasciwo$ci i parametry. Podstawo-
we uktady pracy wzmacniacza operacyjnego.

laboratorium

1. Wprowadzenie do zaje¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z warunkami pracy w labora-
torium, prezentacja przyrzgdéw (proba uzycia) oraz instrukcji laboratoryjnych, okre-
Slenie warunkoéw zaliczenia przedmiotu, podziat na zespoty.

2. Charakterystyki i parametry diod pétprzewodnikowych.

3. Badanie zasilaczy niestabilizowanych.

4. Badanie tranzystoréw bipolarnych.

5. Badanie tranzystoréw polowych ztgczowych JFET.

6. Wzmacniacze na tranzystorach polowych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol

Metody sprawdzania efektéw uczenia sie

efektu

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

wo1

X

w02

kartkowka

prze zaje-
ciami labora-

toryjnymi

w03

kartkowka

prze zaje-
ciami labora-

toryjnymi

uo1

protokoty z
przeprowa-
dzonych
badan

uo2

protokoty z
przeprowa-
dzonych
badan

uo3

K01

protokoty z
przeprowa-
dzonych
badan

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

For.m’a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad zaliczenie z oceng Uzyskanie minimum 50% punktéw z pisemnych kolokwiow.

laboratorium

1. Uzyskanie minimum 50% punktow z pisemnych kartko-
wek przed zajeciami.

2. Wykonanie wszystkich ¢wiczeh laboratoryjnych objetych
programem.

3. Uzyskanie minimum 50% punktéw ze sprawozdanh opra-
cowanych i ztozonych po wykonaniu ¢wiczen.

zaliczenie z oceng




NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Obciazenie studenta nf)ifl;a
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wWic|L|P wWiclLIPIS h
’ studiow 30 15 18 9

2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale

. nauczyciela akademickiego 49 31 i
Liczba punktéw ECTS, ktora student

4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,96 1,24 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy

5. studenta 26 44 h
Liczba punktéw ECTS, ktora student

6. | uzyskuje w ramach samodzielnej 1,04 1,76 ECTS
pracy

7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami 15 9 h

" | o charakterze praktycznym

Liczba punktéw ECTS, ktora student

8. | uzyskujew ramach zaje¢ o charakte- 0,60 0,36 ECTS
rze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie pracg stu-

9. denta 75 75 h

10, Punkty ECTS za modq& o ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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